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１．概要（Summary ）目的・用途・実施内容 

 Si 基板上に作製したハフニウム（Hf）の酸窒化物

（HfOxNy）は高誘電率ゲート絶縁膜としての応用が期

待されるが、酸素と窒素の含有量によってバンドギャ

ップや誘電率が変化する課題を抱える。そこで、本研究

では、Hfが吸着した Si(111)基板を出発物質として一酸

化窒素分子（NO）の超音速分子ビーム照射したときに

Hfの酸窒化物が生成する過程を放射光光電子分光装置

を用いて追跡し、表面界面組成を解明した。 

 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 

 放射光施設 SPring-8の BL23SU（表面化学実験ステ

ーション）にて、NOビームの断続的照射を繰り返しな

がら光電子分光装置で内殻スペクトルを測定した。得

られた結果は Voigt 関数で成分分離し、化学状態分析

を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 試料は、その場で Si(111)-7×7 上に Hf の膜厚がおお

よそ 0.3 原子層（ML, 1 ML  2.4 Å）と 2 MLの 2種

類を作製した。並進運動エネルギー（Et）が 0.69 eVの

NO分子ビーム照射では、いずれの試料でも酸化反応が

主に進行し、窒化はほとんど進行しないことを示唆す

る結果が得られた。Etが 0.06 eV の時と比較して窒化

の進行がより抑えられた結果であったと考察している。

しかし、2023A 期前後で装置構成に変更が生じている

ことから引き続きの解析と考察に十分な注意が必要で

ある。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

「なし。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


